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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子への水分の浸入を抑制でき、保護
膜の破損を抑制できる有機ＥＬ表示パネルを提供する。
【解決手段】有機ＥＬ表示パネルＤＰは、アレイ基板１
と、対向基板２と、接着層３とを備えている。アレイ基
板１は、基板ＳＵＢ上に配置された複数の有機ＥＬ素子
と、保護膜２０とを有している。保護膜２０は、複数の
有機ＥＬ素子を覆い、基板ＳＵＢ上方に形成され、珪素
を主成分とする材料で形成された第１無機質膜２１と、
第１無機質膜の上方に形成され、アルミニウム及び酸素
を主成分とする材料で形成された第２無機質膜２２と、
を含んでいる。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置された複数の有機ＥＬ素子と、前記複数の有機ＥＬ素子を覆い、前記基板
上方に形成され、珪素を主成分とする材料で形成された第１無機質膜と、前記第１無機質
膜の上方に形成され、アルミニウム及び酸素を主成分とする材料で形成された第２無機質
膜と、を含んだ保護膜と、を有したアレイ基板と、
　前記アレイ基板に対向配置された対向基板と、
　前記アレイ基板及び対向基板間に挟持され、樹脂で形成され、前記アレイ基板及び対向
基板を接合した接着層と、を備えた有機ＥＬ表示パネル。
【請求項２】
　前記第２無機質膜の膜厚は、０．０１μｍ以上０．１μｍ以下である請求項１に記載の
有機ＥＬ表示パネル。
【請求項３】
　前記保護膜の膜厚は、０．７１μｍ以上１．６μｍ以下である請求項１に記載の有機Ｅ
Ｌ表示パネル。
【請求項４】
　前記第１無機質膜は、珪素及び窒素、又は、珪素、窒素及び酸素を主成分とする材料で
形成されている請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項５】
　前記保護膜は、前記第２無機質膜の上方に形成され、珪素及び窒素、又は、珪素、窒素
及び酸素を主成分とする材料で形成された第３無機質膜をさらに含んでいる請求項１に記
載の有機ＥＬ表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、有機ＥＬ表示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示装置として、有機ＥＬ表示装置及び液晶表示装置等が用いられている。有機
ＥＬ表示装置は液晶表示装置と異なりバックライトユニットが不要であるため、製品の薄
型化、軽量化、低消費電力化、低コスト化及び水銀レス化が可能である。有機ＥＬ表示装
置は自発光型の表示装置であることから、高視野角及び高速応答といった特徴を有してい
る。上記したことから、有機ＥＬ表示装置は、ノートＰＣ（パーソナルコンピュータ）、
モニタ及びビューワ等の静止画向け製品だけでなく、テレビジョン受像機等の動画向け製
品としても注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置の有機ＥＬ表示パネルは、アレイ基板を備えている。アレイ基板は、
ガラス基板と、このガラス基板上にマトリクス状に配置された複数の有機ＥＬ素子とを有
している。各有機ＥＬ素子は、１つの画素を形成している。各有機ＥＬ素子は、陽極と、
陰極と、発光層（有機ＥＬ層）と、正孔輸送層と、電子輸送層とを有している。発光層は
、発光機能を有する有機化合物を含み、赤色、緑色及び青色の何れかの発光色に発光可能
である。
【０００４】
　有機ＥＬ表示パネルは、上記アレイ基板の他、アレイ基板に対向配置された対向基板と
、アレイ基板及び対向基板の周縁部に配置されこれら周縁部同士を接合した樹脂からなる
シール材とで形成されている。水分により劣化し易い有機ＥＬ素子を水分から保護するた
め、アレイ基板、対向基板及びシール材で囲まれた空間に乾燥剤が配置されている。これ
により、樹脂を浸入した水分は、乾燥剤により吸収することができる。
【０００５】
　その他、有機ＥＬ表示パネルは、上記アレイ基板の他、アレイ基板に対向配置された対
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向基板と、アレイ基板及び対向基板間に挟持されアレイ基板及び対向基板を接合した接着
層とで形成されている。なお、この場合、一般的に、パネル内に乾燥剤を配置することは
ない。
【０００６】
　上記接着層を設けることにより、パネル内の水分拡散を遅らせることができ、パネル強
度を高くすることができる。しかしながら、接着層の側面から浸入する水分により、有機
ＥＬ素子が劣化してしまう問題がある。この問題を解決するため、有機ＥＬ素子上に保護
膜を形成した技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。保護膜は、例えば、膜厚
５μｍの窒化珪素で形成されている。上記のように保護膜を窒化珪素で厚く形成すること
により、有機ＥＬ素子を水分から保護することができる。
【特許文献１】特開２００７－３８５２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記保護膜が、有機ＥＬ素子だけでなく、製造工程で生じる塵等の異物も覆って形成さ
れる場合がある。但し、保護膜の膜厚は５μｍと厚いため、保護膜は異物付近の隙間にも
埋まりきって形成される。
【０００８】
　ところで、保護膜自体には、圧縮応力が生じるものである。圧縮応力によるたわみ力は
、保護膜が厚みに比例して強くなるものである。このため、保護膜が、有機ＥＬ素子だけ
でなく、製造工程で生じる塵等の異物も覆って形成された場合、異物付近の保護膜に応力
が集中することになる。すると、異物付近の保護膜が破損する恐れがある。保護膜が破損
すると、保護膜で有機ＥＬ素子を水分から保護することができなくなってしまう。
【０００９】
　このため、有機ＥＬ素子への水分の浸入を抑制でき、保護膜の破損を抑制できる技術が
求められている。　
　この発明は以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、有機ＥＬ素子への水分の浸入
を抑制でき、保護膜の破損を抑制できる有機ＥＬ表示パネルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、
　基板上に配置された複数の有機ＥＬ素子と、前記複数の有機ＥＬ素子を覆い、前記基板
上方に形成され、珪素を主成分とする材料で形成された第１無機質膜と、前記第１無機質
膜の上方に形成され、アルミニウム及び酸素を主成分とする材料で形成された第２無機質
膜と、を含んだ保護膜と、を有したアレイ基板と、
　前記アレイ基板に対向配置された対向基板と、
　前記アレイ基板及び対向基板間に挟持され、樹脂で形成され、前記アレイ基板及び対向
基板を接合した接着層と、を備えている。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、有機ＥＬ素子への水分の浸入を抑制でき、保護膜の破損を抑制でき
る有機ＥＬ表示パネルを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながらこの発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルについて詳
細に説明する。　
　図１に示すように、有機ＥＬ表示パネルＤＰは、マトリクス状に設けられた複数の画素
ＰＸを有している。複数の画素ＰＸは、表示領域Ｒに位置している。
【００１３】
　画素ＰＸとしては、赤色を発光する有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを含んだ赤画素、緑色を発光
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する有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを含んだ緑画素及び青色を発光する有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを含
んだ青画素がある。画素ＰＸは、駆動トランジスタＤＲを含んでいる。有機ＥＬ表示パネ
ルＤＰは、ガラス基板などの透明で絶縁性を有する基板ＳＵＢを含んでいる。
【００１４】
　基板ＳＵＢ上には、走査信号線ＳＬ及び映像信号線ＶＬが形成されている。走査信号線
ＳＬは、各々が画素ＰＸの行方向Ｘに延びている。走査信号線ＳＬは、例えばＭｏＷなど
からなる。映像信号線ＶＬは、各々が列方向Ｙに延びている。走査信号線ＳＬ及び映像信
号線ＶＬは、複数の画素ＰＸに接続されている。
【００１５】
　なお、有機ＥＬ表示パネルＤＰに映像信号線ドライバＸＤＲ及び走査信号線ドライバＹ
ＤＲが搭載されることにより有機ＥＬ表示装置が構成される。映像信号線ドライバＸＤＲ
及び走査信号線ドライバＹＤＲは、この例では、基板ＳＵＢ上にＣＯＧ（chip on glass
）実装されている。映像信号線ドライバＸＤＲには、映像信号線ＶＬが接続されている。
走査信号線ドライバＹＤＲには、走査信号線ＳＬが接続されている。
【００１６】
　図２に示すように、この図では、有機ＥＬ表示パネルＤＰを、その表示面，すなわち前
面又は光出射面，が上方を向き、背面が下方を向くように描いている。有機ＥＬ表示パネ
ルＤＰは、アクティブマトリクス型駆動方式を採用した上面発光型の有機ＥＬ表示パネル
である。
【００１７】
　基板ＳＵＢ上には、アンダーコート層ＵＣが形成されている。アンダーコート層ＵＣは
、例えば、基板ＳＵＢ上にＳｉＮＸ層とＳｉＯＸ層とをこの順に積層してなる。
【００１８】
　アンダーコート層ＵＣ上では、半導体層ＳＣが配列している。半導体層ＳＣは、例えば
、ｐ型領域とｎ型領域とを含んだポリシリコン層である。ここでは、半導体層ＳＣは低温
ポリシリコンで形成されている。半導体層ＳＣは、ゲート絶縁膜ＧＩで被覆されている。
ゲート絶縁膜ＧＩは、例えばＴＥＯＳ（tetraethyl orthosilicate）などを用いて形成す
ることができる。
【００１９】
　ゲート絶縁膜ＧＩ上には、ゲート電極Ｇ等が形成されている。ゲート電極Ｇは、ゲート
絶縁膜ＧＩ上に設けられ、半導体層ＳＣのチャネル領域の上方に配置されている。ゲート
絶縁膜ＧＩ及びゲート電極Ｇは、層間絶縁膜ＩＩで被覆されている。層間絶縁膜ＩＩは、
例えばプラズマＣＶＤ法などにより成膜されたＳｉＯＸなどからなる。
【００２０】
　層間絶縁膜ＩＩ上には、ソース電極ＳＥ及びドレイン電極ＤＥがさらに形成されている
。ソース電極ＳＥ及びドレイン電極ＤＥは、層間絶縁膜ＩＩ及びゲート絶縁膜ＧＩに設け
られたコンタクトホールを介して半導体層ＳＣのソース領域及びドレイン領域にそれぞれ
接続されている。半導体層ＳＣ、ゲート電極Ｇ、ソース電極ＳＥ及びドレイン電極ＤＥは
、駆動トランジスタＤＲを構成している。
【００２１】
　ソース電極ＳＥとドレイン電極ＤＥとは、パッシベーション膜ＰＳで被覆されている。
パッシベーション膜ＰＳは、例えばＳｉＮＸなどからなる。パッシベーション膜ＰＳ上で
は、電極層Ｌが配列している。
【００２２】
　電極層Ｌは、パッシベーション膜ＰＳに設けたコンタクトホールを介して、駆動トラン
ジスタＤＲのドレイン電極ＤＥに接続されている。電極層Ｌは、この例では、ＩＴＯ（イ
ンジウム・スズ・オキサイド）の導電膜と、Ａｌ（アルミニウム）の導電膜と、ＩＴＯの
導電膜とを積層して形成され、３層構造（ＩＴＯ／Ａｌ／ＩＴＯ）を採っている。
【００２３】
　電極層Ｌの上層のＩＴＯの導電膜は、画素電極ＰＥである。ここでは、画素電極ＰＥは
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、陽極である。電極層Ｌの中間に位置したＡｌ導電膜は、光を反射する光反射性を有する
反射膜である。
【００２４】
　パッシベーション膜ＰＳ上には、さらに、隔壁絶縁層ＰＩが形成されている。隔壁絶縁
層ＰＩには、画素電極ＰＥに対応した位置に貫通孔が設けられているか、或いは、画素電
極ＰＥが形成する列又は行に対応した位置にスリットが設けられている。ここでは、一例
として、隔壁絶縁層ＰＩは、画素電極ＰＥに対応した位置に貫通孔を有している。隔壁絶
縁層ＰＩは、例えば、有機絶縁層である。隔壁絶縁層ＰＩは、例えば、フォトリソグラフ
ィ技術を用いて形成されている。
【００２５】
　画素電極ＰＥ上には、有機物層ＯＲＧが形成されている。有機物層ＯＲＧは、正孔輸送
層、発光層、電子輸送層及び電子注入層が、画素電極ＰＥ上に順に積層して形成されてい
る。発光層は、例えば、発光色が赤色、緑色又は青色のルミネセンス性有機化合物を含ん
だ薄膜である。
【００２６】
　この実施の形態において、正孔輸送層は、４，４’－ビス［Ｎ－（２－ナフチル）－Ｎ
－フェニル－アミノ］ビフェニルであるα－ＮＰＤで膜厚２００ｎｍに形成されている。
発光層兼電子輸送層は、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム錯体であるＡｌｑ３で
膜厚５０ｎｍに形成されている。
【００２７】
　隔壁絶縁層ＰＩ及び有機物層ＯＲＧは、対向電極ＣＥで被覆されている。この例では、
対向電極ＣＥは、画素ＰＸ間で互いに接続された電極，すなわち共通電極である。また、
この例では、対向電極ＣＥは、陰極である。対向電極ＣＥは、光透過性の電極である。画
素電極ＰＥ、有機物層ＯＲＧ及び対向電極ＣＥは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを構成している
。　
　この実施の形態において、電子注入層兼対向電極ＣＥは、マグネシウム銀合金（ＭｇＡ
ｇ合金）で膜厚２ｎｍに形成されている。
【００２８】
　上記のように、基板ＳＵＢ上にアレイパターン１０が形成されている。アレイパターン
１０上には、保護膜２０が設けられている。より詳しくは、保護膜２０は、対向電極ＣＥ
上に成膜されている。保護膜２０は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを覆っている。保護膜２０は
、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤへの水や酸素の進入を抑制し、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの特性の劣
化を抑制するものである。基板ＳＵＢ上に形成されたアレイパターン１０及び保護膜２０
は、アレイ基板１を形成している。
【００２９】
　次に、この実施の形態の実施例１乃至８、及び比較例１乃至４の有機ＥＬ表示パネルに
ついて説明する。
【００３０】
　図３に示すように、保護膜２０は、第１無機質膜２１と、第２無機質膜２２とを含んで
いる。
【００３１】
　第１無機質膜２１は、アレイパターン１０を覆っている。すなわち第１無機質膜２１は
、複数の有機ＥＬ素子を覆っている。第１無機質膜２１は、基板ＳＵＢ上方に形成されて
いる。第１無機質膜２１は、プラズマＣＶＤ法により、ＳｉＮで膜厚０．７μｍに形成さ
れている。
【００３２】
　第２無機質膜２２は、第１無機質膜２１上に形成されている。第２無機質膜２２は、第
１無機質膜２１を全て覆っている。第２無機質膜２２は、原子層堆積法により、Ａｌ２Ｏ

３で膜厚０．０１μｍに形成されている。
【００３３】
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　基板ＳＵＢに垂直な方向において、アレイパターン１０は第１無機質膜２１及び第２無
機質膜２２で覆われている。基板ＳＵＢの平面に沿った方向においても、アレイパターン
１０は第１無機質膜２１及び第２無機質膜２２で覆われている。
【００３４】
　有機ＥＬ表示パネルＤＰの対向基板２は、アレイ基板１に対向配置されている。対向基
板２は、例えば無機質の材料としてガラスで形成されている。有機ＥＬ表示パネルＤＰの
接着層３は、アレイ基板１及び対向基板２間に挟持されている。接着層３は、樹脂で形成
されている。接着層３は、アレイ基板１及び対向基板２を接合している。接着層３は、保
護膜２０を全て覆っている。
【００３５】
　接着層３の形成方法について説明する。まず、対向基板２上に、紫外線硬化型の樹脂を
枠状に塗布装置で塗布した後、枠状の樹脂で囲まれた領域に紫外線硬化型の樹脂を充填す
る。続いて、真空チャンバ内で、紫外線硬化型の樹脂を介してアレイ基板１及び対向基板
２を貼り合せる。次いで、紫外線硬化型の樹脂に紫外線を照射する。これにより、接着層
３が形成される。　
　上記のように、実施例１の保護膜２０が形成されている。
【００３６】
　実施例２の保護膜２０は、第２無機質膜２２の膜厚を０．０２μｍに変えた以外、実施
例１と同様に形成されている。　
　実施例３の保護膜２０は、第２無機質膜２２の膜厚を０．１μｍに変えた以外、実施例
１と同様に形成されている。　
　実施例４の保護膜２０は、第２無機質膜２２の膜厚を０．７μｍに変えた以外、実施例
１と同様に形成されている。
【００３７】
　図４に示すように、保護膜２０は、第１無機質膜２１と、第２無機質膜２２と、第３無
機質膜２３とを含んでいる。第１無機質膜２１は、プラズマＣＶＤ法により、ＳｉＮで膜
厚０．２μｍに形成されている。第２無機質膜２２は、原子層堆積法により、Ａｌ２Ｏ３

で膜厚０．０２μｍに形成されている。
【００３８】
　第３無機質膜２３は、第２無機質膜２２上に形成されている。第３無機質膜２３は、第
２無機質膜２２を全て覆っている。第３無機質膜２３は、プラズマＣＶＤ法により、Ｓｉ
Ｎで膜厚０．７μｍに形成されている。
【００３９】
　基板ＳＵＢに垂直な方向において、アレイパターン１０は第１無機質膜２１、第２無機
質膜２２及び第３無機質膜２３で覆われている。基板ＳＵＢの平面に沿った方向において
も、アレイパターン１０は第１無機質膜２１、第２無機質膜２２及び第３無機質膜２３で
覆われている。　
　上記のように、実施例５の保護膜２０が形成されている。
【００４０】
　実施例６の保護膜２０は、第２無機質膜２２の膜厚を０．１μｍに変えた以外、実施例
５と同様に形成されている。
【００４１】
　実施例７の保護膜２０は、第２無機質膜２２の膜厚を０．７μｍに変えた以外、実施例
５と同様に形成されている。
【００４２】
　実施例８の保護膜２０は、第１無機質膜２１を形成する材料をＳｉＯＮに変えた以外、
実施例５と同様に形成されている。
【００４３】
　比較例１の保護膜は、第１無機質膜で形成されている。保護膜は第２無機質膜及び第３
無機質膜を含んでいない。第１無機質膜は、プラズマＣＶＤ法により、ＳｉＮで膜厚５μ
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ｍに形成されている。
【００４４】
　比較例２の保護膜は、第１無機質膜の膜厚を０．７μｍに変えた以外、比較例１と同様
に形成されている。
【００４５】
　比較例３の保護膜は、第２無機質膜で形成されている。保護膜は第１無機質膜及び第３
無機質膜を含んでいない。第２無機質膜は、スパッタリング法により、Ａｌ２Ｏ３で膜厚
０．７μｍに形成されている。
【００４６】
　比較例４の保護膜は、第２無機質膜及び第１無機質膜で形成されている。比較例４では
、第１無機質膜は、第２無機質膜上に形成されている。第２無機質膜は、原子層堆積法に
より、Ａｌ２Ｏ３で膜厚０．０２μｍに形成されている。第１無機質膜は、プラズマＣＶ
Ｄ法により、ＳｉＮで膜厚０．７μｍに形成されている。
【００４７】
　ここで、本願発明者等は、この実施の形態の実施例１乃至８、及び比較例１乃至４の有
機ＥＬ表示パネルの各々について、水分によって生じる劣化の有無を調査した。　
　調査する際、実施例１乃至８、及び比較例１乃至４毎に、それぞれ３．５インチサイズ
の２４枚の有機ＥＬ表示パネルを作成して行った。２４枚の有機ＥＬ表示パネルは、例え
ば、４００ｍｍ×５００ｍｍのマザー基板を用いて２４面作成した。
【００４８】
　そして、２８８枚の有機ＥＬ表示パネルを８５℃、８５％ＲＨの高温高湿槽に投入し、
所定時間毎に取り出して点灯検査を行った。点灯検査としては、外部からの水分が浸入し
易い表示領域の周辺付近を顕微鏡により観察し、水分による劣化の有無を確認し、１個所
でも画素の劣化が認められた場合、その有機ＥＬ表示パネルをＮＧとした。そして、ＮＧ
の有機ＥＬ表示パネルを、水分による劣化発生パネルとしてカウントした。例えば、２４
枚の有機ＥＬ表示パネルに水分による劣化が全く発生しなかった場合０／２４と示し、２
４枚の有機ＥＬ表示パネル全てに水分による劣化が発生した場合２４／２４と示した。
【００４９】
　実施例１乃至８、及び比較例１乃至４の有機ＥＬ表示パネルの水分による劣化発生パネ
ル数の調査結果は次の通りである。　
　実施例１では、２４枚の有機ＥＬ表示パネルを高温高湿槽に投入する前の劣化発生パネ
ル数は、０だった。５０時間、１００時間、１５０時間、２００時間、３００時間投入後
においても、劣化発生パネル数は、０だった。　
　実施例２、３、５、６、８、比較例１の有機ＥＬ表示パネルの水分による劣化発生パネ
ル数の調査結果は、実施例１と同じであった。
【００５０】
　実施例４では、２４枚の有機ＥＬ表示パネルを高温高湿槽に投入する前の劣化発生パネ
ル数は、０だった。５０時間、１００時間、１５０時間投入後においても、劣化発生パネ
ル数は、０だった。２００時間投入後に、有機ＥＬ表示パネルに劣化が発生した。２００
時間投入後の劣化発生パネル数は、１だった。３００時間投入後の劣化発生パネル数は、
４だった。
【００５１】
　実施例７では、２４枚の有機ＥＬ表示パネルを高温高湿槽に投入する前の劣化発生パネ
ル数は、０だった。５０時間、１００時間、１５０時間、２００時間投入後においても、
劣化発生パネル数は、０だった。３００時間投入後に、３枚の有機ＥＬ表示パネルに劣化
が発生した。
【００５２】
　比較例２では、２４枚の有機ＥＬ表示パネルを高温高湿槽に投入する前の劣化発生パネ
ル数は、０だった。５０時間投入後に、有機ＥＬ表示パネルに劣化が発生した。５０時間
投入後の劣化発生パネル数は、２だった。１００時間投入後の劣化発生パネル数は、１１
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だった。１５０時間投入後の劣化発生パネル数は、２２だった。２００時間投入後には、
全てのパネルに劣化が発生した。
【００５３】
　比較例３では、２４枚の有機ＥＬ表示パネルを高温高湿槽に投入する前の劣化発生パネ
ル数は、０だった。５０時間投入後に、有機ＥＬ表示パネルに劣化が発生した。５０時間
投入後の劣化発生パネル数は、４だった。１００時間投入後の劣化発生パネル数は、１４
だった。１５０時間投入後には、全てのパネルに劣化が発生した。
【００５４】
　比較例４では、２４枚の有機ＥＬ表示パネルを高温高湿槽に投入する前の劣化発生パネ
ル数は、０だった。５０時間投入後においても、劣化発生パネル数は、０だった。１００
時間投入後に、有機ＥＬ表示パネルに劣化が発生した。１００時間投入後の劣化発生パネ
ル数は、３だった。１５０時間投入後の劣化発生パネル数は、１０だった。２００時間投
入後の劣化発生パネル数は、２２だった。３００時間投入後には、全てのパネルに劣化が
発生した。
【００５５】
　実施例１乃至８、及び比較例１乃至４の有機ＥＬ表示パネルにおける、水分による劣化
発生パネル数の調査結果を表１に示す。
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【表１】

【００５６】
　表１の比較例１及び２の実験結果からわかる様に、ＳｉＮからなる第１無機質膜単膜で
は、５μｍ程度以上の厚さにすれば高温高湿に対する耐久性が十分であるが、０．７μｍ
程度の厚さでは、その耐久性がかなり小さくなってしまう。
【００５７】
　そこで、実施例１乃至４の実験結果からわかる様に、ＳｉＮからなる第１無機質膜と、
第１無機質膜上方に位置したＡｌ２Ｏ３からなる第２無機質膜とで保護膜を形成すること
により、高温高湿に対する耐久性を向上できることが分かる。
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【００５８】
　基板上に異物が存在する場合、プラズマＣＶＤ法を用いてＳｉＮからなる第１無機質膜
単膜で保護膜を形成すると、異物付近で、基板側から成長した膜と異物から成長した膜と
の間に隙間が発生する。このため、比較例１のように第１無機質膜を５μｍ程度まで膜厚
を大きくしないと上記隙間が埋まりきらない。比較例２の場合、高温高湿に対する耐久性
が小さくなる。
【００５９】
　これに対し、実施例１乃至４の第２無機質膜は、Ａｌ２Ｏ３からなり、第１無機質膜上
に設けられている。実施例５乃至８の第２無機質膜は、Ａｌ２Ｏ３からなり、第１無機質
膜及び第３無機質膜間に設けられている。これにより、高温高湿に対する耐久性を向上で
きる。これは、第１無機質膜及び第３無機質膜の分子間エネルギが一旦リセットされ、膜
成長の態様が変化し、上記隙間が埋まり易くなるからであるものと推測される。
【００６０】
　一方で、実施例４及び７の実験結果からわかる様に、第２無機質膜の膜厚が０．７μｍ
程度に大きくなると、高温高湿に対する耐久性は得られるものの、バリア効果は低減し、
膜厚が０．１μｍの場合に比べて高温高湿に対する耐久性がやや劣る結果となる。この原
因を次に２つ挙げる。
【００６１】
（１）第２無機質膜自体に生じる応力が加算され、異物付近の保護膜に応力が集中し、保
護膜が破損し易くなったため。
【００６２】
（２）第２無機質膜を形成する際、つきまわり性が良好であり、カバレジ特性に優れた原
子層堆積法ではなく、スパッタリング法を用いたため。
【００６３】
　このため、第２無機質膜の膜厚が０．７μｍを超えることは、好ましくない。なお、原
子層堆積法を用いた際の成膜速度は、３ｎｍ／ｍｉｎ程度と非常に遅い。このことからも
、原子層堆積法を用いて第２無機質膜を０．７μｍを超えて厚く形成することは現実的で
はない。これにより、原子層堆積法を用いての第２無機質膜の形成は、第２無機質膜の膜
厚が０．７μｍ以下の場合が好ましい。実施例１乃至３の実験結果からわかる様に、原子
層堆積法を用いての第２無機質膜の形成は、第２無機質膜の膜厚が０．０１μｍ以上０．
１μｍ以下の場合であればより適当である。
【００６４】
　実施例１乃至８の実験結果からわかる様に、保護膜２０の膜厚（１層目と２層目の無機
質膜の膜厚、又は１層目から３層目までの無機質膜の膜厚の合計）は、０．７１μｍ以上
１．６μｍ以下であり、これにより、高温高湿に対する耐久性を得ることができる。
【００６５】
　また、比較例４の実験結果からわかる様に、１層目がＡｌ２Ｏ３からなる第２無機質膜
で、２層目がＳｉＮからなる第１無機質膜の場合、高温高湿に対する耐久性が得られない
ことが分かる。これは、第２無機質膜を構成する物質が下層の物質と化学反応し、ガスが
発生する等、不具合が生じるためと推測される。
【００６６】
　このため、実施例１乃至４のように、１層目にＳｉＮからなる第１無機質膜を設け、第
１無機質膜の上方にＡｌ２Ｏ３からなる第２無機質膜を設ける必要があり、これにより、
高温高湿に対する耐久性を十分に得ることができる。なお、実施例５乃至８のように、第
２無機質膜は非常に薄いため、第２無機質膜上方にＳｉＮからなる第３無機質膜をさらに
設けた方が一層バリア効果を向上させることができ、高温高湿に対する耐久性を一層向上
させることができる。
【００６７】
　以上のように構成された有機ＥＬ表示パネルによれば、有機ＥＬ表示パネルは、アレイ
基板１と、対向基板２と、接着層３とを備えている。アレイ基板１の保護膜２０は、複数
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の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを覆った第１無機質膜２１と、第１無機質膜２１の上方に形成さ
れた第２無機質膜２２と、を少なくとも含んでいる。
【００６８】
　第１無機質膜２１及び第２無機質膜２２で形成された保護膜２０を用いた場合、第１無
機質膜単膜で形成された保護膜を用いた場合に比べ、保護膜に生じる応力を緩和すること
ができる。勿論、高温高湿に対する耐久性を十分に得ることもできる。上記したことから
、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤへの水分の浸入を抑制でき、保護膜２０の破損を抑制できる有機
ＥＬ表示パネルＤＰを得ることができる。
【００６９】
　また、第１無機質膜２１及び第２無機質膜２２で形成された保護膜２０は、第１無機質
膜単膜で形成された保護膜より薄く形成しても十分に水分の浸入を抑制できる効果を得る
ことができる。これにより、被成膜基板１枚毎にかかる保護膜の成膜時間を短縮すること
ができる。ひいては、製造効率の向上に寄与することができる。
【００７０】
　保護膜は、第２無機質膜２２の上方に形成された第３無機質膜２３を含んでいても良い
。これにより、水分の浸入を一層抑制することができる。　
　上記したことから、有機ＥＬ素子への水分の浸入を抑制でき、保護膜の破損を抑制でき
る有機ＥＬ表示パネルを得ることができる。
【００７１】
　なお、この発明は上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化可能である。また、上記実施の形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。
例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。
【００７２】
　保護膜２０は、複数の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを覆い、基板ＳＵＢ上方に形成され、珪素
を主成分とする材料で形成された第１無機質膜２１と、第１無機質膜の上方に形成され、
アルミニウム及び酸素を主成分とする材料で形成された第２無機質膜２２と、を含んでい
れば上述した効果を得ることができる。
【００７３】
　さらに、保護膜２０が、第２無機質膜２２の上方に形成され、珪素を主成分とする材料
で形成された第３無機質膜２３をさらに含んでいれば上述した効果を一層得ることができ
る。
【００７４】
　第１無機質膜２１及び第３無機質膜２３は、それぞれ、珪素及び窒素を主成分とする材
料、又は珪素、窒素及び酸素を主成分とする材料で形成されていても良い。　
　上記の他、第１無機質膜２１及び第３無機質膜２３は、それぞれ、珪素、酸素及び炭素
を主成分とする材料、又は珪素、酸素、炭素及び窒素を主成分とする材料で形成されてい
ても良い。
【００７５】
　第２無機質膜２２は、保護膜２０の最上層に位置していても良い。保護膜２０は、第１
無機質膜２１、第２無機質膜２２及び第３無機質膜２３と同様に構成された無機質膜が４
つ以上積み重なって形成されていても良く、この場合も上述した効果を得ることができる
。　
　この発明は、上面発光型の有機ＥＬ表示パネルに限らず、下面発光型の有機ＥＬ表示パ
ネルに適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルを含む有機ＥＬ表示装置を概略的
に示す平面図。
【図２】上記有機ＥＬ表示装置の一部を示す拡大断面図であり、特に駆動トランジスタ及
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び有機ＥＬ素子を示す断面図。
【図３】上記実施の形態に係る実施例１乃至実施例４の有機ＥＬ表示パネルを概略的に示
す断面図。
【図４】上記実施の形態に係る実施例５乃至実施例８の有機ＥＬ表示パネルを概略的に示
す断面図。
【符号の説明】
【００７７】
　１…アレイ基板、２…対向基板、３…接着層、１０…アレイパターン、２０…保護膜、
２１…第１無機質膜、２２…第２無機質膜、２３…第３無機質膜、ＤＰ…有機ＥＬ表示パ
ネル、ＳＵＢ…基板、ＰＸ…画素、Ｒ…表示領域、ＯＬＥＤ…有機ＥＬ素子、ＤＲ…駆動
トランジスタ、ＰＥ…画素電極、ＯＲＧ…有機物層、ＣＥ…対向電極。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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